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 暫定版 データシート 

NR3316TM 
レシーバ 

プリアンプ内蔵 PIN-PDレシーバ 10 Gb/s受光用 ROSA 

概  要 
NR3316TM は，XFP などの 10 Gb/s 光トランシーバ用に設計された，プリアンプ内蔵 InGaAs PIN ROSA
（Receiver Optical Sub-Assembly）です。IEEE 10G BASE LRや SONET OC-192用システムに最適です。 

 

特  徴 
• XMD-MSA準拠の LC ROSA  
• 10 Gb/s高感度 InGaAs PIN-PD 
• ＋3.3 V SiGeトランスインピーダンス型プリアンプ内蔵 
• 最小受信感度 Pr = －19.5 dBm 
• 動作温度範囲 TC = －40～＋95°C 
• トランスインピーダンス Zt = 7 000 Ω （差動出力） 
• カットオフ周波数 fC = 8.5 GHz 
• フレキシブル基板付き 
• RSSI出力 
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外形図（単位：mm） 
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ブロック図 
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オーダ情報 
オーダ名称 レセプタクル・タイプ 特記事項 

NR3316TM LC，プラスチック 差動出力，フレキシブル基板付き 
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絶対最大定格 
項  目 略 号 定  格 単 位

IC電源電圧 VCC −0.3～+4.0 V 
動作ケース温度 TC −40～+95 °C 
保存温度 Tstg −40～+95 °C 
最大 AOP入力 Pin +5 dBm 
RSSI RSSI 0～VCC−0.65 V 
半田付け温度 
(フレキシブル基板端子部) 

Tsld 350 (10秒) °C 

 

推奨動作条件 
項  目 略 号 MIN. TYP. MAX. 単 位 

IC電源電圧 VCC +2.97 +3.3 +3.63 V 
動作ケース温度 TC −40 +25 +95 °C 
 

光-電気的特性 
(特に指定のないかぎり VCC = 3.3 V, λ = 1 260～1 360 nm/1 530～1 565 nm) 

項  目 略 号 条  件 MIN. TYP MAX. 単 位

Rg1.3 λ = 1 310 nm  0.38  RSSIゲイン 
Rg1.5 λ = 1 550 nm  0.44  

A/W 

トランスインピーダンス Zt RL = 50 Ω, Pin = −17 dBm, 
差動出力 

 7 000  Ω 

飽和出力振幅 VPP 差動出力   350 mVPP 
カットオフ周波数 fC RL = 50 Ω, Pin = −17 dBm, 

−3dB from 1 GHz 
7 8.5 13.2 GHz 

最小受信感度 Pr  −19.5 −17 dBm 
オーバロード PO 

11.3 Gb/s, BER = 10−12, 
PRBS = 231−1, ER = 12 dB, NRZ,
λ = 1 550 nm 

+2   dBm 

電気反射減衰量 S22 1～7 GHz, シングルエンド   −5 dB 
IC電源電流 ICC    44 mA 
光反射減衰量 ORL    −27 dB 
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参考資料 
資 料 名 資料番号 

Opto-Electronics Devices Pamphlet 注 PX10160E 
【注】 旧 NECエレクトロニクス株式会社発行 
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この製品に関する注意事項 
項  目 注意事項 

 注意 GaAs製品 
この製品には，ガリウムひ素（GaAs）を使用しています。 

GaAsの粉末や蒸気は有害ですから，次の点にご注意ください。 

・廃棄する際には，次のような廃棄処理をすることを推奨します。 

  1. 「ひ素含有物等の産業廃棄物の収集，運搬，処理の資格」を持つ処理業者に委託する。 

  2. 一般産業廃棄物および家庭用廃棄物とは区別し，「特別管理産業廃棄物」として， 

    最終処分まで管理する。 

・焼却，破壊，切断，粉砕や化学的な分解を行わないでください。 

・対象デバイスをなめたり，口に入れたりしないでください。 

 注意 光ファイバ 
この製品には，ガラス質のファイバが使用されています。 

・ファイバが折れたり破損した場合は，破損部および破片でけがをしないよう取り扱いには十分ご
注意ください。 

 
 

 



 

すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 
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改版履歴 NR3316TM データシート 

 

改訂内容 
Rev. 発行日 ページ ポイント 
1.00 2010.08.23 － 初版発行 
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